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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體結構的製造方法，包括：
提供一基板，其中該基板具有一主動區與一周邊區，該周邊區圍繞該主動區，在該主動

區中該基板具有一矽晶面；

在一第一溫度下透過一第一氣體前驅物，在該主動區的該基板的該矽晶面上形成一氧化

層，其中，該第一氣體前驅物包括氧氣，該基板與該氧化層的一交界處具有一矽懸空

鍵；

在一第二溫度下透過一第二氣體前驅物，對該基板與該氧化層的該交界處進行一鈍化處

理以移除該矽懸空鍵，其中該第二氣體前驅物包括氫氣與氮氣，氫氣的濃度在 11體積%
至 15體積%之間，氮氣的濃度在 85體積%至 89體積%之間，該第二溫度小於該第一溫
度；及

該基板與該氧化層的該交界處形成一鈍化介面，該鈍化介面包括一矽氫鍵，其中在 2.5
eV下該鈍化介面的介面缺陷密度（Dit）為 1.2E+10 q/cm2-eV。

2.　如請求項 1所述之方法，其中進行該鈍化處理前，該氧化層的一厚度為 115埃，進行該
鈍化處理後，該氧化層的該厚度維持不變。

3.　如請求項 1所述之方法，其中氫氣的濃度為 12體積%，該氮氣的濃度為 88體積%。
4.　如請求項 1所述之方法，其中氫氣的流量在 1800標準立方公分每分鐘（Standard Cubic

Centimeter per Minute, sccm）至 2700 sccm之間。
5.　如請求項 1所述之方法，其中氮氣的流量在 10000 sccm至 20000 sccm之間。
6.　如請求項 1所述之方法，其中在 1標準大氣壓力（atm）下進行該鈍化處理。
7.　如請求項 1所述之方法，其中該鈍化處理的時間在 20分鐘至 25分鐘之間。
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8.　如請求項 1所述之方法，其中該第一溫度在 700°C至 800°C的範圍內。
9.　如請求項 1所述之方法，其中該第二溫度在 400°C至 450°C的範圍內。

10.   一種半導體結構，包括：
一基板，具有一主動區與一周邊區，該周邊區圍繞該主動區，在該主動區中該基板具有

一矽晶面；

一閘極結構，位於該基板上，該閘極結構包括：

一氧化層，位於該基板上；

一鈍化介面，位於該基板的該矽晶面上，位於該基板與該氧化層之間，該鈍化介面具有

一矽氫鍵，其中在 2.5 eV下該鈍化介面的介面缺陷密度（Dit）為 1.2E+10 q/cm2-eV；
一導電層，位於該氧化層上；

一硬遮罩層，位於該導電層上；及

一間隔物，位於該氧化層、該導電層與該硬遮罩層的一共同側壁上。

圖式簡單說明

為使本揭露的目的能更明顯易懂，以下結合附圖對本揭露實施例作進一步詳細說明：

第 1圖為根據一些實施例的半導體結構的俯視示意圖。
第 2圖為根據一些實施例的形成氧化層後的半導體結構的剖面示意圖。
第 3圖為根據一些實施例的形成鈍化介面後的半導體結構的剖面示意圖。
第 4圖為根據一些實施例的形成閘極電極層後的半導體結構的剖面示意圖。
第 5圖為根據一些實施例的形成閘極結構後的半導體結構的剖面示意圖。
第 6圖為根據一些實施例的實施例與對照組的介面缺陷密度能階分佈圖。
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